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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques —
Généralités

AVANT-PROPOS
1) La JEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondia/s lisati mposée
de I'enspmble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de | bbjet de
favorisef la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation ds G } électricité
et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Non ionales. \ boration
est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nati inte b ité peut
participgr. Les organisations internationales, gouvernementales et non go ve ement es, en liai la CEl,
participgnt également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec | i alisation
(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisa
2) Les mesure
du poss Eés sont
représet
3) Les tigns Anternationales. lls sonf| publiés
comme ités nationaux.
4) Dan de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon tr \ ternatlonales de la CEIl dans leurs| normes
nationalg CEl et la norme nationale ou rggionale
correspq
5) La( ‘a fixé & me indication d’approbation et sa respojnsabilité
n'est pap < i < < 3 e de ses normes.
6) L'attp ents de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet dg alogues. La CEI ne saurait étre tenue pour respongable de
ne pas g € pas avoir signalé leur existence.
La No i afi 1 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélg 3 6 imagerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispopitifs a
semicq
Cette pr: place partiellement la deuxiéme édition de la CEI 60747-5 (1P92) et
constitpe . ique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).
Elle dgi Wointement avec la CEl 60747-1, la CEI 62007-1 et la CEI 62007-2.

Le texte d€ cetle norme est I1ssU en parte de ta CEl 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-1: Optoelectronic devices —

General
FOREWORD
1) The JEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio izati mprising
all rjational electrotechnical committees (IEC National Committees). The ofject\ o i promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in th ice S ic/flelds. To
this |[end and in addition to other activities, the IEC publishes Internationa : . i ation is
entrysted to technical committees; any IEC National Committee interested i j ith may
participate in this preparatory work. International, governmental apd n 8 q liaising

nization

with fthe IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté
dete between the two

for [Standardization (ISO) in accordance with conditions
orgahizations.

2) The dible, an
interhational consensus of opinion on the relevant subjeCts si eac i i dentation
from|all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of xeco wdati i i i in the form
of stpndards, technical reports or guides and they are as & j i i e.

4) In o ( national
Standards transparently to the maximum| exte \ ds. Any
divelgence between the IEC S oli b clearly

indidated in the latter.

5) The |IEC provides no mrk|n proce 3 i i for any
equipment declared to be ¥

6) Attemtion is drawn4Q the
of pgtent rights.C

subject

Interndti 47C:
Optoelectronic, d : Ruaging dewces of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This fi ifutes a

technig ViSi aealsp’annex A: Cross references index).

It shoulld bé read jotrtly with IEC 60747-1 and IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of This standard IS based partially on IEC 60/47-5 (1992Z) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques —
Généralités

1 Domaine d'application

Cette |partie de la CEl 60747 a pour sujet la terminologie propre opto-
électroniques a semiconducteurs.

2 Rélérences normatives

Les dgcuments normatifs suivants contiennent des disposiion iNpar suite de la réfgrence
qui y gst faite, constituent des dispositions valables pour 256 , 60747.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étdi 20 Vig ‘ ' nantes
aux agcords fondés sur la présente partie de la ¢ i nt_invitées a rechergher la

normatifs indiqliés ci-

possib|lité d'appliquer les éditions les plus récent
3 \ ormes internationales en

aprés.|Les membres de la CEl et de I'lSQ possegd
vigueur.

D

CEl 6p050(731):1991, Vocabulaire ) International (VEI) — Chapitre 731:

Télécammunications par fibres optiques

CEl 6p050(845):1987,
Eclairdge

D

845:

CEl 6(0664-1:19
basse ftension —

aux) a

3 Concepts ph

3.1 Rpyonne D1)
1) Emission hotons
asspciés.

2) Ceq ondes-electramagnétiques ou ces photons.

3.2 Rayonnement optique (VEI 845-01-02)

Rayonnement électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre le domaine
de transition vers les rayons X (=1 nm) et le domaine de transition vers les ondes
radioélectriques (=1 nm).

3.3 Rayonnement visible (VEI 845-01-03)

Rayonnement optique susceptible de produire directement une sensation visuelle.

NOTE - Il n'y a pas de limites précises pour le domaine spectral du rayonnement visible; ces limites dépendent du
flux énergétique disponible et de la sensibilité de I'observateur. La limite inférieure est prise généralement entre
360 nm et 400 nm et la limite supérieure entre 760 nm et 830 nm.
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-1: Optoelectronic devices —

General

1 Scope
This pjirt of IEC 60747 deals with the terminology relating to the semicond opteelgctronic
devices.
2 Normative references
The following normative documents contain provisions whic s text,
constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time 0 licated
were vjlid. All normative documents are subject to r based
on this|part of IEC 747 are encouraged to investigat recent
editions of the normative documents indicated aintain
registelrs of currently valid International d
IEC 6Q050(731),1991, International Ele Optical
fibre communication
IEC 60050(845):1987, Internationg oz%cal Wocabulary (IEV) — Chapter 845: Lighting
IEC 6( Part 1:
Princip
3 Phy
3.1 (E
1) Em bciated

pho

2) The

3.2 O

pticalradiation (IEV 845-01-02)

Electromagnetic radiation of wavelengths lying between the region of transition to X-rays
(=1 nm) and the region of transition to radio waves (=1 nm).

3.3 Vi

sible radiation (IEV 845-01-03)

Any optical radiation capable of causing a visual sensation directly.

NOTE - There are no precise limits for the spectral range of visible radiation since they depend upon the amount of
radiant power available and the responsivity of the observer. The lower limit is generally taken between 360 nm and
400 nm and the upper limit between 760 nm and 830 nm.
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3.4 Rayonnement infrarouge (VEI 845-01-04, spécialisé)

Rayonnement optique dont les longueurs d'onde sont supérieures a celles du rayonnement
visible.

3.5 Rayonnement ultraviolet (VEI 845-01-05, spécialisé)

Rayonnement optique dont les longueurs d'onde sont inférieures a celles du rayonnement
visible.

3.6 Lumiére (VEI 845-01-06, sans la note 2 qui n'est pas appropriée)

3.6.1 |umiére pergue (voir VEI 845-02-17)

3.6.2 Rayonnement visible (voir VEI 845-01-03)

NOTE - Le concept 2 est parfois employé pour des rayonnements optiques_s'étendant\e Homaine

visible, mais cet usage n'est pas recommandé.

3.7 Effet photoélectrique

Interadti fons et
de lali , dui ainsi une tensiomn ou un
couran S i 3 dnomeéne
électriq

4 Types de dispositifs

4.1 Dispositif optoélectromiq

1) Dispositif & semicondyctew ' dé i 3 bptique
cohgrent ou non co

2) Dispositif a 4 ) [ un tel rayonnement pour son fonctionpement
inte

4.2 P

Dispoditi
énergi¢

ique en

4.3.1 Ppiodelaser (a’semiconducteurs)

Diode @ semiconducieurs qui _emet un rayonnement optlique conerent par une emission
stimulée résultant de la recombinaison d'électrons libres et de trous lorsqu'elle est excitée par
un courant électrique de valeur supérieure au courant de seuil de la diode.

NOTE - La diode laser est montée sur une embase ou dans un boitier avec ou sans moyen de couplage (par
exemple, lentille, fibre amorce).

4.3.2 Module a diode laser

Module qui comprend avec la diode laser un moyen pour la stabilisation optique et/ou
thermique automatique du flux énergétique.

4.4 Diode électroluminescente

Diode a semiconducteurs, autre qu'un laser a semiconducteurs, capable d'émettre un
rayonnement visible lorsqu'elle est excitée par un courant électrique.
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3.4 Infrared radiation (IEV 845-01-04, specialized)

Optical

3.5 Ul

Optical

radiation for which the wavelengths are longer than those for visible radiation.

traviolet radiation (IEV 845-01-05, specialized)

radiation for which the wavelengths are shorter than those for visible radiation.

3.6 Light (IEV 845-01-06, without note 2 which is not relevant)

3.6.1 Perceived light (see IEV 845-02-17)

3.6.2

NOTE -
recomm

3.7 P
Interag
consed

curren
tempe

4 Tyq

4.1 S

1) As
coh

2) Ase

4.2 S

A sem

energyl

43 S
4.3.1

A sen

Visible radiation (see IEV 845-01-03)

Ended.

hotoelectric effect (from IEV 845-05-33: photoelectric dé

tion between optical radiation and matter resulting i
uent generation of mobile charge carriers, thegeb
ature changes.

es of devices

N I'a

diation for its internal purposes.

that directly converts electric energy into optical

iconduetonndiode that emits coherent optical radiation through stimulated er

resulti
that e

g from the reCombination of free electrons and holes when excited by an electric

je is not

ind the
htial or
sed by

r non-

radiant

hission
current

eeds the threshold current of the diode.

NOTE — The laser diode is mounted on a submount or in a package with or without coupling means (e.g. lens,

pigtail).

4.3.2

Laser-diode module

A module containing, together with the laser diode, means for an automatic optical and/or
thermal stabilization of the radiant output power.

4.4 Li

ght-emitting diode (LED)

A semiconductor diode, other than a semiconductor laser, capable of emitting visible radiation
when excited by an electric current.
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iode émettrice en infrarouge

a semiconducteurs, autre qu'un laser a semiconducteurs, capable d'émet

rayonnement en infrarouge lorsqu'elle est excitée par un courant électrique.

46 D

ispositif photosensible (& semiconducteurs)

tre un

Dispositif a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour détecter un rayonnement
optique.

4.7 Récepteur photoélectrique (a semiconducteurs)

Dispoditif a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour rece
optique.

48 P

(VEI 845-05-37, spécialisé)

Récep

électrique produite par lI'absorption d'un rayonnement optiqtie

49 P

Récep

rayonnement optique.

4.10 Photodiode (VEI 845-05-39)

notorésistance (a semiconducteurs), cellule photoconductrice

eur photoélectrique a semiconducteurs qui utilise

hotopile, cellule photovoltaique  (VEI 845-05¢38

eur photoélectrique qui utilise

rayonriuement

Lctivité

n d'un

Récepteur photoélectrique nt photo€lectrique est produit par I'absprption
d'un rgyonnement optiqu YOIf: uneyonction>PN entre les semiconducteurs, ol d'une
jonctioh entre un semiconducteun et un al.

4.11 [Phototransjstar

Transistor dans lequel e se produit par I'effet photoélectrique au voisinage de la jonction
émetteur-base joug g =’base qui est amplifié.

4.12 Photothyr

4.13 Photocoupleur,\gptocoupleur

Dispoditif” optoélectronique a semiconducteurs congu pour le transfert de signaux éled
par l'ufilisation d'un rayonnement optique, afin d'assurer un couplage ainsi que l'isg

triques
lement

électrique entre I'entrée et la sortie.

5 Termes généraux

5.1 Axe optique

Ligne autour de laguelle le diagramme principal de rayonnement ou de sensibilité est centré.

NOTE - Sauf spécification contraire, I'axe optique coincide avec la direction du rayonnement maximal ou de la

sensibili

té maximale.
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4.5 In

frared-emitting diode (IRED)

A semiconductor diode other than a semiconductor laser capable of emitting infrared radiation
when excited by an electric current.

4.6 (Semiconductor) photosensitive device

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical radiation.

4.7 (Semiconductor) photoelectric detector

A sem

4.8 (Y4emiconductor) photoresistor, photoconductive cell

produded by the absorption of optical radiation.

49 P

optical

4.10 Photodiode (IEV 845-05-39)

A phot
in the
semicd

4.11 |

A trang

4.12 |

A thyri

4.13 |

A sem
optical

5 Ge

51 O

A line about which the principal radiation or sensitivity pattern is centered.

hotoelement, photovoltaic cell  (IEV 845-05-38)

radiation.

heral terms

conductor device that utilizes the Inhn'mplpr‘rrir‘ effect for detection of npti(‘al radiation.

tion of

diation
veen a

ood of

¢ onic device designed for the transfer of electrical signals by ytilizing
radiatioR_to proyide coupling with electrical isolation between the input and the ouput.

ptical axis

NOTE - Unless otherwise stated, the optical axis coincides with the direction of maximum radiation or sensitivity.
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5.2 Accés optique (d'un dispositif optoélectronique a semiconducteurs)

Configuration géométrique référencée a un plan extérieur ou une surface extérieure du
dispositif et destinée a spécifier le rayonnement optique émis par un dispositif émetteur ou
recu par un dispositif récepteur.

NOTE - La configuration géométrique doit étre spécifiée par le fabricant a I'aide de parametres géométriques, par
exemple:

— position, forme et taille de la zone émettrice ou réceptrice,

— angle d'émission ou de réception,

— autres parametres, tels que: ouverture numérique de la fibre optique,

— orientation de I'axe optique.

Exemples:

Signification des annotations dans les figures:

a = angle d'émission

l 09| = acceés optique de diamétre D

Réf. = lieu de référence pour la définition g€ I'acces op

Exempgle I:

Réf.: Gaine optiqu

[

N

N
!
>

\
N

CEI 1011191

Figure 1a — Dispositif avec fibre amorce nue
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5.2 Optical port (of a semiconductor optoelectronic device)

A geometrical configuration, referenced to an external plane or surface of the device, that is
used to specify the optical radiation emitted from an emitting device or accepted by a detecting
device.

NOTE — The geometrical configuration shall be specified by the manufacturer by means of geometrical information,
e.g.:

— location, shape and size of the area of emission or acceptance,

— angle of emission or acceptance,

— other parameters, e.g. numerical aperture of optical fibre,

— orientation of aptical axis

Examples:

Signifi¢ation of annotations in the figures:

i

Ref.

a emission of acceptance angle

optical port with diameter D

Exampgle I:

Ref.: Fibre cladding

IEC 1011191

Figure 1a — Device with bare fibre pigtail
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Réf.: Connecteur

y T Connecteur

Z

Exemple Il: Dispositifs avec boitier (émetteu fibre amorce

Réf.: Configuratig
du boitier

=]

CEl 101391

Figure 2a — Dispositif avec fenétre, mais sans lentille
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Ref.: Connector

Connector

Examp

le ll: Packaged devices (emittgr

Ref.: Package
outline

1EC 101391

Figure 2a — Device with window, but without lens
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V277

\\\\\\

[— . .

Pastille sensible au rayonnement,
——  zone référencée par rapport aux
— dimensions du boitier

?
|
|
|
@
|
|
|

NN
kﬁ
N
NNNNN

Plan frontal de Plan de la pastille
N x N\ Ta fendtre [ . Y

dyw = épaisseur de la fenétre

= angle d’ouverture

= indice de réfraction du matériau de la fe
AL =

Réf.: Configuration du boftier

Le systéme optique intern
doit étre spécifié

[

\ CEI 1015191

Figure 2c — Récepteur avec lentille
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27,

N

— Radiation sensitive chip,

area defined with reference
to package outline

P

AL

Window front

x\ plane

= window thickness
= aperture angle
refractive index of window material

7
_ _f__
%%
d,| AL

Ref.: Package outline

The internal optical system
shall be specified

IEC 1015191

Figure 2c — Detector with lens

area plang)

KEC 101491



https://iecnorm.com/api/?name=3d95720bbc9390f8eae983b3ba11115e

- 18 - 60747-5-1 © CEI:1997

N\ i
\\ N

Figure 2d — Diode émettrice en infrarouge avet\a
non situé sur la fenétre extérie Roitie

Réf.: Dimensions de la pastille
ou de I'embase

NOTE - L'angle a peut ne pas
étre exigé pour les récepteyrs

CEl 101791

Figure 3 — Dispositifs sans boftier (émetteur ou récepteur) et sans fibre amorce
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e —— v —— — - - -
N

\\\\\/

\x

N

Figlire 2d — IRED with optical port that is not located on t

Ref.: Chip or chip carrier
outlines

NOTE - Angle a« may not bg|
required for detectors.

1EC 101791

Figure 3 — Non-packaged devices (emitter or detector) without pigtail
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5.3 Gaine (optique) (VEI 731-02-05)

Région d'une fibre optique constituée d'une substance diélectrique entourant le coeur.

6 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

6.1 Généralités

6.1.1 Temps de commutation

NOTE - Les valeurs limites spécifiées inférieure et supérieure mentionnées dans les deflnltlons 6.1.1.1 a 6.1.1.6

sont gel erdaiemernt egdies 4 LU 7o €l U 70 rebpeulvemenl dael dmpmuue aes |mpumonb \VU

6.1.1.1] Temps de retard a |'établissement td(on)

a l'entrge et la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de I'i

6.1.1.2 Temps de croissance f,

Intervdlle de temps entre la valeur spécifiée inférieupé
front ayant de I'impulsion de sortie.

6.1.1.3 Temps d'établissement 1,

Intervalle de temps entre la valeur spécifieée inféri rle

6.1.1.4 Temps de rets

Intervdlle de te
appligyée a l'entrée €

avant de l'impulsion ap
a l'entrge et la valeur spécifiée supérieure sur le f de l'impulsion de sortie.

iée supérieure sur le front arriere de ['im
ie supérieure sur le front arriere de l'impuls

sur le

bliqguée

pulsion
ion de

sortie.

NOTE — ard 3 est d0 principalement au temps de décroissance (relatif aux poifteurs de
charges 3 ) or de sortie d'un photocoupleur), on utilise le terme «temps de décroissance»
avec le

6.1.1.5

Intervdlle de"temps.entre la valeur spécifiée supérieure et la valeur spécifiée inférieure

front afrigre-de l'impulsion de sortie.

sur le

6.1.1.6 Temps de coupure t.

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure sur le front arriere de l'impulsion
appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée inférieure sur le front arriere de I'impulsion de sortie.

lott = ta(off) * &
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5.3 (Optical) cladding (IEV 731-02-05)
That dielectric material of an optical fibre surrounding the core.
6 Terms related to ratings and characteristics

6.1 General

6.1.1 Switching times

NOTE - The specified lower and upper limit values referred to in concepts 6.1.1.1 to 6.1.1.6 are usually 10 % and

90 % of e amptitode of e putseES (SEE ({guTe 4)-

6.1.1.3 Turn-on delay time ty.op)

The time interval between the lower specified value on the leading ede Q

pulse dnd the lower specified value on the leading edge of the adtpu

6.1.1.2 Rise time t,

The time interval between the lower specified val
leading edge of the output pulse.

6.1.1.3 Turn-ontime f,,

The time interval between the lower spesifi dding edge of the applie
pulse dnd the upper specified value on fthe leading.€d f the output pulse.

6.1.1.4 Turn-off delay

The time interv 3 gd value on the trailing edge of the applie
pulse 4dnd the upper spech e trailing edge of the output pulse.

NOTE —|If the turn-off de i a ¢ to carrier storage (e.g. in the output transistor of a photo
the term " i ime e i

6.1.1.5

NOTE —| The t it een the upper specified value and the lower specified value on the trailing

the output pulse.

6.1.1.9 -Jarn-off time 1

on the

d input

d input

toupler),

edge of

The time interval between the upper specified value on the trailing edge of the applied input

pulse and the lower specified value on the trailing edge of the output pulse.

lott = ta(off) * &
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Entrée relative 4

100%
Valeur spécifiée supérieure

Y

Sortie relative 4

100%
Valeur spécifiée supérieure

Valeur spécifiée inférieure

CEl 1018191

6.2 Photoé
6.2.1 Flu
6.2.1.1 d'un photoémetteur) @,

Flux épergétique é a partir de I'accés optique du dispositif.

6.2.1.2 Flux lumineux (d'un photoémetteur) @,

Flux lumineux émis a partir de I'accés optique du dispositif.

6.2.2 Efficacités
6.2.2.1 Efficacite d'un flux énergétique ng, N

efficacité énergétique
(d'une diode émettrice en infrarouge ou d'une diode laser)

Quotient du flux énergétique émis @, par le courant direct /g:

I’]e:(p(—:‘lllz
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6.2 P

6.2.1

6.2.1.1

The ra
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Relative input ]

100%
Upper specified value

Relative output 4

100%
Upper specified value

Lower specified value

|t l—
I'I
oy
re———»

1EC 1018191

&r (of’a photoemitter) @,

Hiant power ewitted from the optical port of the device.

6.2.1.2 Luminous flux (of a photoemitter)  q,

The luminous flux emitted from the optical port of the device.

6.2.2 Efficacies

6.2.2.1 Radiant power efficacy ng, n

radiant efficacy
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The quotient of the emitted radiant power @,, by the forward current /.

I’]e:(p(—:‘lllz
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NOTE - S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, en particulier avec le terme défini dans le VEI 845-01-54:
«rendement énergeétique» ng = @ / (/g |:|VF), le terme «efficacité d'un flux énergétique» peut étre abrégé en

«efficacité énergétique» ou «efficacité». Cela est pratiquement toujours possible.

6.2.2.2 Efficacité d'une intensité énergétique  ng;
(d'une diode émettrice en infrarouge ou d'une diode laser)

Quotient de l'intensité énergétique émise I, par le courant direct /¢:

Nej = Ie/IF

6220 Efflbablié L.I“UII ﬂu)\ iulllillcu)\ I|V
efficacité lumineuse
(d'une diode électroluminescente)

Quotiept du flux lumineux émis @, par le courant direct /g:

nv:(p\//IF

NOTE - S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, en particulier avec s (définis dans le VEI 84
3 figacité luminey
«efficacité luming

«efficacfté lumineuse d'une source» n,, = @, / ([ . V), ou
rayonnement» K = @, / @g, le terme «efficacité d'un flux lumine
«efficaclté». Cela est pratiquement toujours possible.

6.2.2.4 Efficacité d'une intensité lumi
(d'une diode électroluminesce

Quotient de l'intensité lumineuse émise

6.2.2.9 Efficacité diff

efficacité €ne
(d'une >

Efficadité du flux éné
NOTE 1|- S
NOTE 2|-4

6.2.2.9 Efficacitédifferentielle d'une intensité énergétique Neid
(d'une diode émettrice en infrarouge ou d'une diode laser)

5-01-55:
se d'un
use» ou

Efficaciié de Tintensiié énergéfique pour la modulation en pefifs signaux:

Neig = diy / dlg

6.2.2.7 Efficacité différentielle d'un flux lumineux Nyg: Ng
efficacité lumineuse différentielle
(d'une diode électroluminescente)

Efficacité du flux lumineux pour la modulation en petits signaux:

Nvd = doy / di

NOTE 1 — S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

NOTE 2 — Le terme «efficacité pour la modulation en petits signaux» est utilisé en tant que synonyme.
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NOTE — If no ambiguity is likely to occur, particularly with the term IEV 845-01-54: "radiant efficiency" n
(I . Vp), the term may be shortened to "radiant efficacy" or "efficacy”. This is nearly always possible.

6.2.2.2 Radiant intensity efficacy ng;
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The quotient of the emitted radiant intensity /,, by the forward current /¢:

Nej = /e//F

6.2.2.3 Luminous flux efficacy n,
luminous efficacy

e = %/

(nf a Iight-pmitring dindp)

The gyotient of the emitted luminous flux @,, by the forward current /.

Ny =@ / I
NOTE —|If no ambiguity is likely to occur, particularly with the terms IEV 845<01-55"

Ny = @ [ (Ie. VE), or IEV 845-01-56: "luminous efficacy of a radiation"
"luminoys efficacy" or "efficacy". This is nearly always possible.

6.2.2.4 Luminous intensity efficacy ny;
(of a light-emitting diode)

The gyotient of the emitted luminous i

6.2.2.5 Differential radian
differential radiaf
(of an infrared

The ra

NOTE 1
NOTE 2

6.2.2.9

The rai

source"
tened to

Neig = d/v / dl:—

6.2.2.7 Differential luminous flux efficacy  n,4, Nq
differential luminous efficacy
(of a light-emitting diode)

The luminous flux efficacy for small-signal modulation:
Nvg = d@, / d/g

NOTE 1 — If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

NOTE 2 — The term "small-signal modulation efficacy" is in use as synonym.
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6.2.2.8 Efficacité difféerentielle d'une intensité lumineuse Nyid
(d'une diode électroluminescente)

Efficacité de I'intensité lumineuse pour la modulation en petits signhaux:

Nvid = dIv / dIF

6.2.2.9 Efficacité en larges signaux d'un flux énergétique NeLs N
efficacité énergétique en larges signaux
(d'une diode émettrice en infrarouge ou d'une diode laser)

Efficagité-etfe SHerte—potH ehHett ;

NOTE —

6.2.2.1

Efficag

6.2.2.1

Efficad

NOTE —

6.2.2.1

Efficadi

6.2.3 Fréquence~de co

6.2.3.1 <Eréquence de coupure (pour la modulation) en petits signaux feqr e
(0‘Tne diode photoemettrice)

Fréquence a laquelle, pour une profondeur constante de modulation du courant direct, le flux
énergétique optique en courant alternatif démodulé a décru a la moitié de sa valeur a basse
fréquence.

6.2.3.2 Fréquence de coupure (pour la modulation) en larges signaux fels fe
(d'une diode photoémettrice)

A I'étude.
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6.2.2.8 Differential luminous intensity efficacy  n;q
(of a light-emitting diode)

The luminous intensity efficacy for small-signal modulation:

Nvid = dIv / dIF

6.2.2.9 Large-signal radiant power efficacy ng ., n.
large-signal radiant efficacy
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The raghent-powerefficacy-fortarge-sighratmodd

NeL = AQe / Alp

NOTE -|If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may b d.

6.2.2.10 Large-signal radiant intensity efficacy  ng|_
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The rafiant intensity efficacy for large-signal modulatig

6.2.2.1

NOTE —

6.2.2.1

6.2.3 [ut-offfrey

6.2.3.1 < Small-signal (modulation) cut-off frequency feqr e
(of a photoemitting diode)

The frequency at which, for constant modulation depth of the forward current, the demodulated
a.c. optical radiant power has decreased to 1/2 of its low-frequency value.

6.2.3.2 Large-signal (modulation) cut-off frequency feus fe
(of a photoemitting diode)

Under consideration.
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6.2.4 Courant de seuil (d'une diode laser) [y,

Courant direct auquel la dérivée seconde de la courbe du flux énergétique @, en fonction du
courant direct /¢ atteint son premier maximum (voir figure 5).

og a9,

{k

%

6.2.5 |Diagramme de rayonnement dans
(d'un photoémetteur)

6.2.5.1 Diagramme de raygnnement

Diagra

NOTE 1 se) soit
spécifié
NOTE 2 mme de
rayonne
NOTE 3 rammes
de rayo s par un

dessin d

6.2.5.2

Dans |e.diagramme de rayonnement, angle a l'intérieur duquel l'intensité énergétique (ou
lumineUSE) €SI SUPETTEUTe OU €gate a ta moitie de tmensite maximate (voir figure 6b)-

6.2.5.3 Angle de désalignement A8

Dans le diagramme de rayonnement, l'angle entre l'axe de lintensité énergétique (ou
lumineuse) maximale (axe optique) et I'axe mécanique z (voir figure 6b).
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6.2.4 Threshold current (of a laser diode) /(7

The forward current at which the second derivative of the cure showing radiant power @, versus
forward current /g has its first maximum (see figure 5).

og a9,

{k

6.2.5
6.2.5.1
A diag

NOTE 1
plane. T

NOTE 2
for one

NOTE 3
shall be

6.2.5.2

In ara
or equ

Spatial radiation diagram and re
Radiation diagram

am that characterize

— Unless othéxwis
his plane in
— If the radiatfon
lane only.

Hiation diagram\ the angle within which the radiant (or luminous) intensity is great
h| to half o maximum intensity (see figure 6b).

ied in a

pecified

angles @

Br than

6.2.5.

Micalianmeaent anao
wHSaHgHReRt—ahge

In a radiation diagram, the angle between the direction for maximum radiant (or luminous)
intensity (optical axis) and the mechanical axis z (see figure 6b).
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Axe optique z
Pia T /
z
1 Imax
. ] Axe mécanique
it
|
|
i max 0, max
I 2 -]
/ [
I
o |
-~ / D
' y
AN ! /
/
¢
X CEl 102091
Figure 6a

Figure 6 — Diagramme de raye

6.2.6

6.2.6.1

Longusg

6.2.6.2

6.2.6.3

Valeur|du flux energétique (ou flux lumineux) spectral non voulu dans deux gammes spécifiées
de longueurs d'onde situées en dessous et au-dessus de la longueur d'onde d'émission
maximele, nyprimén en tant gue paourcentage duflux énnrgéfiqun (ml flux lumineu ) a la

longueur d'onde d'émission maximale.

NOTE - Les valeurs spécifiées se réferent a la valeur maximale dans chacune des gammes spécifiées de
longueurs d'onde.
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6.2.6

6.2.6.1

The wd

6.2.6.2

The w
maxim

6.2.6.3

The vd
ranges

Optical axis
z |
6 ! Mechanical axis
f
|
' max max
| 2
/ l
| /
o |
D
! y
AN I /
/
¢
) IEC 102091
Figure 6a 6b

(see figure 7)
Peak-emissio

lvelength

radiant power  Qg(pany OF luminous flux @ par)

lue ©f undesitéd spectral radiant power (or luminous flux) in two specified wave

hvele e i the spectral radiant power is greater or equal to half of its

elength
age of

thatlie below and above the peak-emission wavelength, expressed as a percen

the ra

iant power (nr luminous f|IIY) at pnnl(-nmiccinn \Aln\/nlnngfh

NOTE —

Specified values refer to the maximum value within each of the specified wavelength ranges.
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6.2.7

6.2.7.1

SUpérig
NOTE 1

NOTE 2
spécifié

L) (par)(2)

Pe (par){)

Caractéristiques spectrales

(des diodes laser et des modules—<

(voir figure 8)

imal.

bgal ou

centage
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6.2.7

6.2.7.1

The w{

6.2.7.2

The bgndwidth t

than a

NOTE 1

NOTE 3
bandwid|
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specified pe

jreater

ithin this
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100 % [~ == === === s e ——————m—— o

Flux énergétique
relatif

50% - ———-——--- - -

6.2.7.3 Largeur de ligne spectrale AA|

Intervdlle des longueurs d'onde entre izsion pour lesquels|le flux

énergé

6.2.7.4

Moyen

ou:
)\I' es E

E de la ligne spectrale i, avec i = 0 pour )\p
a; egtl'amplitude .

6.2.7.5 Largeur efficace AA,

La valeur efficace de la largeur est définie par I'expression:

j=+00

Z aj x (A,- -2 )2
Ams = e —too

a;

j=—00
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100 %
Relative radiant
power
50 %
etergth—
IEC/ 1022
Figure 8 — Spectral characteristics of laser diodes and las i0

6.2.7.3 Spectral linewidth AA_

The wavelength interval between those
power |s half of its maximum value.

6.2.7.4 Central wavelength A

The weighted average of the mode wa

where:
Aj st 0

E of the M spectral line with /=0 for A,
a; isfthe amplitute E

at which the spectral

radiant

6.2.7.5_RNMS bandwidth AX,qe

The RMS bandwidth is defined by the expression:

j=—00
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ou:

A; est la longueur d'onde

o

de la ligne spectrale j, avec i = 0 pour )\p

O

a; est 'amplitude

Aest la longueur d'onde centrale

6.2.7.6 Nombre de modes longitudinaux  n,,

Nombre de modes longitudinaux dans la largeur de spectre de rayonnement, y compris les

Liaait Ao o Lo
modesratxtmites—detabande:

6.2.7.7 Espacement de modes s,

Différejnce de longueur d'onde entre deux modes longitudinaux voisin

6.2.7.94 Rapport de suppression de mode proche SMS
Rappoft du:

— flux|énergétique a la longueur d'onde d'émission

— flux|énergétique du mode proche le plus inten o] @u
nrpa

NOTE —|Le rapport de suppression de mode preche ®st normalement gefi r|éxpression:

Fqu@é ique

o

Longueur d'onde
CEl 1023191

igure 9 — Rapport de suppression de mode proche

6.2.7.9 Glissement spectral (en fonction du courant ou de la température) DX

A I'étude.

6.2.7.10 Coefficient de réflexion a l'entrée  sq;

A l'étude.

6.2.7.11 Flux énergétique (d'une pastille laser sur embase) @,

Voir 6.1 de la CEIl 62007-1.
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where:
A; is the wavelength 0
E of the " spectral line, with j = 0 for Ap
a; s the amplitude E
A is the central wavelength

6.2.7.6 Number of longitudinal modes  n,

The number of longitudinal modes within spectral radiation bandwidth, including the modes at
the band limits.

6.2.7.7 Mode spacing s,

The difference in wavelength for two neighbouring longitudinal mode

6.2.7.4 Side-mode suppression ratio SMS

The rafio of:
— the fadiant power at the peak-emission wavelength

— the fradiant power of the next most intense mode ¢

NOTE —|Side-mode suppression ratio is normal

Radi power

¢es
Wavelength
IEC 1023191
Figure 9 — Side-mode suppression ratio

6.2.7.9 Spectral shift (versus current or temperature) DA

Under consideration.

6.2.7.10 Input reflection coefficient s;4

Under consideration.

6.2.7.11 Radiant power (of a laser chip or submount) @4,

See 6.1 of IEC 62007-1.
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6.2.8 Source d'émission (d'une diode laser)

6.2.8.1 Largeur de source d'émission s,

Sur la facette de la diode laser, dans la direction de l'axe principal, largeur a l'intérieur de
laquelle l'intensité énergétique est supérieure ou égale au pourcentage spécifié de la valeur
maximale (voir figure 10).

NOTE 1 — La direction de I'axe principal est la direction paralléle au plan de la jonction PN.

NOTE 2 — Sauf indication contraire, le pourcentage spécifié est 50 %.

6.2.8.2_Hauteur de source d'émission s,

Sur lajfacette de la diode laser, dans la direction de I'axe secondaire, hg eur de
laquellp l'intensité énergétique est supérieure ou égale au pourcentage Spécifié valeur
maximgle (voir figure 10).

NOTE 1|- La direction de I'axe secondaire est la direction perpendiculaire au p

NOTE 2|- Sauf indication contraire, le pourcentage spécifié est 50 %.

6.2.8.3 Astigmatisme djp

Astigmlatisme du rayonnement émis qui provient d'une( différence daps la courbure du front
d'onde| dans les directions de I'axe pri C|pal et (de I 8 i i , avec en

générgl le centre de la courbure da iere la
facettel que dans l'autre direction.

NOTE 1|- L'astigmatisme peut étre représenté pa 3 =\q ' 'émissi i convexe
(voir figyre 10).

NOTE 2 - La valeur d, est cg rsque le

diametrg du faisceau focalisé est

——= Axe optique

CEl 1024191

Figure 10 — Source d'émission d'une diode laser
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6.2.8

6.2.8.1 Emission source width s

Emission source (of a laser diode)

w

On the facet of the laser diode, in the direction of the major axis, the width within which the
radiant intensity is larger than or equal to a specified percentage of the maximum value (see

figure 10).

NOTE 1 — The direction of the major axis is the direction parallel to the PN junction plane.
NOTE 2 — Unless otherwise stated, the specified percentage is 50 %.
6.2.8.2_Emission source height s,

On thg facet of the laser diode, in the direction of the minor axis, the
radian{ intensity is larger than or equal to a specified percentage of tk
figure 10).

NOTE 1|- The direction of the minor axis is the direction perpendicular to the PN
NOTE 2|- Unless otherwise stated, the specified percentage is 50 %.

6.2.8.3 Astigmatism djp

An ast

front in

the cu
directiq

NOTE 1
figure 1

NOTE 2
diamete

Optical axis

ch the
e (see

e wave
ntre of
e other

a — b of a convex virtual emission soyrce (see

bd beam

IEC 1024191

Figure 10 — Emission source of a laser diode
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6.2.9 Caractéristiques de bruit (des diodes laser)
6.2.9.1 Bruit d'intensité relative RIN

A I'étude.

6.2.9.2 Rapport porteuse sur bruit C/N
Le quotient

— du carré du flux énergétique moyen a une fréquence spécifiée, par

— les
largleur unitaire centrée sur la fréquence porteuse.

6.2.9.3 Facteur K; bruit de partition de mode

A l'étudle.

6.2.10| Caractéristiques supplémentaires

(des modules a diodes laser)
6.2.10J1 Erreur de piste
A l'étudle.
6.3 Di|spositifs photosensibles

6.3.1 |Courants de sortie
(d'une photodiode)

NOTE —

6.3.1.) Couran
(sous ra

Courar

6.3.1.2

Courar

6.3.1.3

Partie guleourant inverse provoquée par un rayonnement optique incident:

Ip = Irny = Ir(D)

6.3.2 Courants de sortie
(d'un phototransistor)

6.3.2.1 Courant collecteur
(sous rayonnement optique) Icy oU Iceey, Ic

Courant collecteur total lorsque le phototransistor est exposé a un rayonnement optique

incident.
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6.2.9 Noise characteristics (of laser diodes)

6.2.9.1

Relative intensity noise RIN

Under consideration.

6.2.9.2
The qu

— the
— the

Carrier-to-noise ratio C/N
otient of:
mean square radiant power at the specified frequency, to

cen

6.2.9.3

Under

6.2.10
6.2.10

Under

6.3 P
6.3.1

NOTE —

6.3.1.1

The to

6.3.1.2

The re

6.3.1.3

That p

mean square radiant power fluctuations normalized to a frequency band of uni
ered on the carrier frequency.

K-factor; mode partition noise

consideration.

Additional characteristics (of laser-diode modules)

1 Tracking error
consideration.
notosensitive devices

Dutput currents (of a photodiode)

Reverse curre

al reverse@

erse cyrrent i e abs of incident optical radiation.

hrt 0 rent that is caused by incident optical radiation:

Ip = Irmy — Ir(D)

6.3.2

Output currents (of a phototransistor)

6.3.2.1 Collector current (under optical radiation) /gy O Ic(e) Ic

width

The total collector current when the phototransistor is exposed to incident optical radiation.
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6.3.2.2 Courant d'obscurité collecteur-émetteur  Icgq

Courant en I'absence de rayonnement optique incident.

6.3.3 Sensibilité

6.3.3.1 Sensibilite (de diode) Sp, S
(d'une photodiode)

Quotient du

— courant photoélectrique Ip, par

60747-5-1 © CEI:1997

— lirradiance E, (ou illuminance E,) a I'accés optique de la photodiode.

e EV

NOTE —|S'il n'existe pas de risque d'ambiguité, le terme et le symbole littéral a

6.3.3.2 Sensibilite (a I'entrée) Sgp, S

(d'une photodiode irradiée [illuminée] a partir de
optique) (voir figure 11)
Quotient du

— coufant photoélectrique /p, par

— le flux énergétique @, (ou flux lumi ¢ 3 de la fibre optique, pour des
valqurs spécifiées du déplacement radi de fa ance z de l'extrémité avant de |a fibre

optigue par rapport a l'accés optique\de

NOTE 1|- S'il n'existg’pas derisque dsa e et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.
NOTE 2|- Dans les spécifi ¢ s £p €n fonction de r et z sont en général données.

Accés optique

\ Courant photoélectrique Ip

CEl 1025191

Figure 11 — sensipilite a I'entree Sgp

6.3.4 Fréquence de coupure (d'une photodiode)
6.3.4.1 Fréquence de coupure en petits signaux  f.q, f;

Fréquence a laquelle, pour une profondeur constante de modu

lation du flux énergétique en

petits sighaux a l'entrée, le flux du signal démodulé a décru a la moitié de sa valeur & basse

fréquence.

NOTE - Pour la mesure de f_, lorsque le courant photoélectrique de la photodiode est observé, une baisse de 1 a 2
du flux énergétique correspond a une baisse de 1 a 2 du courant photoélectrique. Par conséquent, lorsque le
courant photoélectrique est mesuré en tant que chute de tension dans la résistance de charge, le critere de baisse
de 1 a 2 s'applique également a la tension a condition que la résistance de charge soit faible en comparaison de la

résistance de sortie de la photodiode.
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6.3.2.2 Collector-emitter dark current  /gq

The collector current in the absence of incident optical radiation.

6.3.3 Sensitivity

6.3.3.1 (Diode) sensitivity Sp, S
(of a photodiode)

The quotient of

— the photocurrent I, by

— therradiance E; (or illuminance E) at the optical port of the photodiod

NOTE —|If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol

6.3.3.2 (Fibre-input) sensitivity Sgp, S
(of a photodiode irradiated [illuminated] from the
(see figure 11)

The gyotient of

— the pphotocurrent I, by

— the [radiant power @, (or luminous flux—g

values

of the radial displacement r and the di Qnt end of the optical fibre, relative to

the joptical port of the phatodiode.

NOTE 1|- If no ambi is
NOTE 2|- In specific S

Photocurrent ’P

>
power ¢, /

m the fibre l

1EC 1025191

Figure 11 — Fibre-input sensitivity ~ Sgp

6.3.4 Cut-off frequency (of a photodiode)

6.3.4.1 Small-signal cut-off frequency f4, f;

The frequency at which, for constant small signal modulation depth of the input radiant power,

the demodulated signal power has decreased to 1/2 of its low-frequency value.

NOTE - When, for the measurement of f., the photocurrent of the photodiode is observed, a 1-to-2 decrease in
radiant power corresponds to a 1-to-2 decrease in photocurrent. Therefore, when the latter is measured as a
voltage drop across a load resistance, the criterion of a 1-to-2 decrease applies also to the voltage, provided the

load resistance is small compared with the output resistance of the photodiode.
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6.3.4.2 Fréquence de coupure en larges signaux  fg, f¢

Fréquence a laquelle, pour une profondeur constante de modulation du flux énergétique en
larges signaux a l'entrée, le flux du signal démodulé a décru a la moitié de sa valeur & basse

fréquence.

NOTE - La note de 6.3.4.1 s'applique.

6.3.5 Diagramme de sensibilité dans I'espace et caractéristiques correspondantes
(des dispositifs photosensibles)

6.3.5.1 Diagramme de sensibilité

Diagrajmme qui caractérise la distribution de la sensibilité

S = f(0) (voir figures 12a et 12b)
NOTE 1] - Sauf indication contraire, il convient que la distribution de la sengibilité
plan copprend I'axe mécanique z.

NOTE 2| — Si le schéma de sensibilité présente une symétrie de rotat{on pa
sensibilité doit étre spécifié pour un seul plan.

NOTE 3 - Si le schéma de sensibilité ne présente pas de symétrie de
diagrammes de sensibilité pour les divers angles 8 doivent étfe specjfiés. ™
définis gar un dessin dans la spécification particuliére.

6.3.5.2 Angle a mi-sensibilit¢ 6g/,

Dans le diagramme de sensibilité, I'angle a I'in

6.3.5.3 Angle de désalign

Dans lg¢ diagram
I'axe mécanique

plan. Ce
mme de

lusieurs
ors étre

ure ou

jue) et

| Axe mécanique
I
I
I
[
I max
D = | 7
i y
TN
~ D
¢
/
X /
CEl 102691
Figure 12a Figure 12b

Figure 12 — Diagramme de sensibilité et caractéristiques correspondantes
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6.3.4.2 Large-signal cut-off frequency fg, f¢

The frequency at which, for constant large signal modulation depth of the input radiant power,
the demodulated signal power has decreased to 1/2 of its low-frequency value.

NOTE - The note to 6.3.4.1 applies accordingly.

6.3.5 Spatial sensitivity diagram and related characteristics
(of photosensitive devices)

6.3.5.1 Sensitivity diagram

A diagfam that characterizes the distribution of sensitivity:

S = f(0) (see figures 12a and 12b)
NOTE 1|- Unless otherwise stated, the distribution of sensitivity should be spegified\in a\plax
the mecpanical axis z.

NOTE 2|- If the sensitivity pattern has a rotational symmetry to the z axis/
for one plane only.

includes

pecified

NOTE 3 - If the sensitivity pattern has no rotational symmetry A0 various
angles g shall be specified. Then the x, y and z directions shall bg defined b ation.
6.3.5.2 Half-sensitivity angle 6g/,

In a sgnsitivity diagram, the angle withi half of
the maximum sensitivity (see figure 12b

6.3.5.3 Misalignment angle

In a sgnsitivity diagra - gction for maximum sensitivity (optical axis)

and thé mechanical ax

Mechanical pxis

Figure 12a Figure 12b

Figure 12 — Sensitivity diagram and related characteristics

IEC 1026191
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6.3.6 Caractéristiques spectrales
(des dispositifs photosensibles)

6.3.6.1 Longueur d'onde de sensibilité maximale A,

Longueur d'onde pour laquelle la sensibilité spectrale est maximale.

6.3.7 Facteur de multiplication M
(d'une photodiode a avalanche)

Rapport du:

- couLant photoélectrigue dans une condition pour laquelle la multiplicatiomde portgurs se
prodiuit (Ig; @ VRy), sur le

— coufant photoélectrique dans une condition pour laquelle aucune At orteurs

ne ge produit (Ig, & Vgo):

I
M = BL (voir figure 13)
Ir2

R(A)

!aq RD

| Py

' ~_/ | Ve

Q CEI 1027191

acteur d¢’ multiplication d'une diode a avalanche

6.3.8 |Fac bruitepexces
(d'unephotodiade a avalanche)

A I‘étuTe.

6.4 Photocoupleurs, optocoupleurs
6.4.1 Rapport du transfert de courant
6.4.1.1 Valeur statique du rapport de transfert (direct) du courant heetry: he

Rapport du courant continu de sortie sur le courant continu d'entrée, la tension de sortie étant
maintenue constante.

NOTE - L'abréviation CTR(c.c.) est parfois utilisée a la place d'un symbole.
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6.3.6 Spectral characteristics
(of photosensitive devices)

6.3.6.1 Peak-sensitivity wavelength )\p

The wavelength at which the spectral sensitivity is a maximum.

6.3.7 Multiplication factor M
(of an avalanche photodiode)

The ratio of:

— the pphotocurrent under a condition at which carrier multiplication takes pta Ir1 aVR), to

t VRo):

— the pphotocurrent under a condition at which no carrier multiplication take

|
M=-RL (see figure 13)
Ir2

IaH

R1 ap

CEl 1027191

6.3.8

Under

6.4 Photocauplers, optocouplers

6.4.1 Current transfer ratio
6.4.1.1 Static value of the (forward) current transfer ratio heetry: Ne

The ratio of the d.c. output current to the d.c. input current, the output voltage being held
constant.

NOTE - The abbreviation CTR(d.c.) is sometimes used instead of a symbol.
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6.4.1.2 Rapport du transfert (direct) du courant, la sortie étant en court-circuit,
pour de petits signaux Ay, by

Rapport du courant alternatif de sortie sur le courant alternatif d'entrée, la sortie étant court-
circuitée au point de vue alternatif.

NOTE - L'abréviation CTR(c.a.) est parfois utilisée a la place d'un symbole.
6.4.2 Fréquence de coupure fg,

Fréquence pour laquelle la module du rapport de transfert du courant en petits signaux a décru
a 1/\/5 fois sa valeur en basse fréquence.

6.4.3 [apacité entrée-sortie C,o

Capacité totale entre toutes les bornes d'entrée réunies et toutes lesHon 2SO nies.

6.4.4 Résistance d'isolement Rg

Résistance entre toutes les bornes d'entrée réunies et touté

6.4.5 [Fension d'isolement

Tension entre une des bornes d'entrée

6.4.5.1 Tension d'isolement continue

Valeur|de la tension d'isolement const

6.4.5.2 Tension d'isolemé
Valeur| instantanée la| plys i d'isolement, incluant toutes les tgnsions

transitpires répétitives, tensions transitoires non répétitives.
NOTE - Une tensio apsitoire, répg

répétitive est habituellern
que la tgnsion transitgi

abituellement fonction du circuit. Une tension transitpire non
€rieure et on admet que son effet a completement disparu avant
‘arrive.

6.4.5.3 ' desurcharge accidentelle Viosm
Valeur|i ' A clevée d'une impulsion de tension d'isolement de courte durég et de
forme g'o

6.4.6 Photocoupleutde protection contre les chocs électriques

Photodaugleur concu pour maintenir une protection contre les chocs électriques apres avoir
été soumis a des conditions de fonctionnement qui excedent les valeurs limites de
fonctionnement normal.

6.4.7 Limites de sécurité d’'un photocoupleur
Conditions de fonctionnement électrique, thermique et mécanique qui excédent les valeurs

limites spécifiées d'un fonctionnement normal et auxquelles les exigences de sécurité
spécifiées se référent.

6.4.8 Exigences de sécurité électriques

Exigences électriques satisfaisantes et maintenues aprés que le photocoupleur a été soumis
aux limites de sécurité spécifiées afin d’en assurer la protection contre les chocs électriques.

NOTE - Le photocoupleur peut devenir inopérant en permanence quand les limites de sécurité sont appliquées.
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6.4.1.2 Small-signal short-circuit (forward) current transfer ratio hf(ctr), hy

The ratio of the a.c. output current to the a.c. input current, the output being short-circuited to
a.c.

NOTE - The abbreviation CTR(a.c.) is sometimes used instead of a symbol.

6.4.2 Cut-off frequency f,

The frequency at which the modulus of the small-signal current transfer ratio has decreased to
1/\/5 of its low-frequency value.

6.4.3 |nput-to-output capacitance Cqg

The tofal capacitance between all input terminals connected togethe ()8 tefminals

connegted together.

6.4.4 |solation resistance R|g

The re¢sistance between all input terminals connected
connegted together.

output tefminals

6.4.5 |solation voltage

The vdltage between any specified inpt in d an ed output terminal.

6.4.5.1 DC isolation voltage V|o

6.4.5.4 Repetitive pea

The h{ghest in ous value_of™he\isglation voltage including all repetitive transient
voltagégs, but exc i{ivetrarfsient voltages.

NOTE —|A repetitive tra
due to an external ca
voltage fransient arri

d function of the circuit. A non-repetitive transient voltage i$ usually
at its effect has completely disappeared before the next non-rgpetitive

6.4.5.3 Viosm

The highesthigstantageows value of an isolation voltage pulse of short time duration [and of
specified wayvestape.

6.4.6 Photocoupler providing protection against electric shock

A photocoupler designed to maintain protection against electric shock after it has been
subjected to operating conditions (safety ratings) that exceed the specified ratings (limiting
values) for normal operation.

6.4.7 Safety ratings (of a safety photocoupler)

Electrical, thermal, and mechanical operating conditions that exceed the specified ratings
(limiting values) for normal operation, and to which the specified safety requirements refer.

6.4.8 Electrical safety requirements (of a safety photocoupler)

Electrical requirements that should be met and maintained after the photocoupler has been
subjected to specified safety ratings, to ensure protection against electric shock.

NOTE - The photocoupler may become permanently inoperative when safety ratings are applied.
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